Notéd informativad

Implantarea ionicé studiaté la Institutul de caleul din
anul 1966,'oferé © noud metodd de objinere a circuitelor integrate
de performanfd. Ea constd in bombardarea cristalelor seumiconductoa=
re cu ioni pentru a modifica conductibilitatea lor in vederea reali=
zirii elementelor de ecircuit care stau la baza microcireuitelor| 1/
Pentru a da un exemplu de ubilizare a acestor circulte amintim |
calculatorul de buzunar al firmel Hewlett-Packard. Acest oalculatoi\f
electronic are in total cinei cireuite integrate (unitatea aritme= i
ticd fiind realizatid pe ¢ singurd plachetd cu %600 de tranzistori)
8i are o greubtate totald de 28¢ grame [2 j.

8i la noi in tard existi interes decsebit fatd de aceastd
nouéd tehnologie. I.P.R.S. -~ Biéneasa a incheiat cu Institutul de
calcul contracte in valoare tobéild de %00.000 lei, pentru realizae
rea unox diode cu capacitate variabild prin implantare ionicd gi
au fost receptionate primele diode.

De asemenea deja in anul 1969 Institutul de ealcul a pro-
pus un procedeu nou de dopare prin difuzie termicd din straturi
dopate ionic f5;}. Este sennificativ ¢& independent, un coleectiv
de cercetdtori de la Laboratoamele Bell din Statele Unite au elabo=
rat un procedeu similar si au pubiicat primele rezultate de altfel
excelente, in anul 1972 4] . Rezultd deci ci incurajarea acestei
direcl{ii de cerzcetare, in care cewcetdtorii de la Institutul de
calcul au avut inecé cu ani in urmd idei proprii gi au realizdri
conerete, se impune. O industrie electronicd, dacd ar lua nagtere
la 0163, ar putea beneficla din plin de aceste cergebiri gi ar
intregi in mod armonios gama de preocupiri tehnico=-gtiintifice
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ale judetului nostru.
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